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 暫定版 データシート 

2SD1306 
シリコン NPNエピタキシァル形 

特長 

 低周波増幅・ミューティング用 
 

外観図 

: PLSP0003ZB-A

( : MPAK)

1

2

3 1. 

2. 

3. 

 

 

絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 

コレクタ・ベース電圧 VCBO 30 V 

コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 15 V 

エミッタ・ベース電圧 VEBO 5 V 

コレクタ電流 IC 0.7 A 

許容コレクタ損失 PC 150 mW 

接合部温度 Tj 150 C 

保存温度 Tstg –55 ～ +150 C 
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電気的特性 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

コレクタ・ベース破壊電圧 V(BR)CBO 30 — — V IC = 10 A, IE = 0 

コレクタ・エミッタ破壊電圧 V(BR)CEO 15 — — V IC = 1 mA, RBE =  

エミッタ・ベース破壊電圧 V(BR)EBO 5 — — V IE = 10 A, IC = 0 

コレクタ遮断電流 ICBO — — 1.0 A VCB = 20 V, IE = 0 

直流電流増幅率 hFE*1 250 — 800  VCE = 1 V, IC = 150 mA*2 

ベース・エミッタ電圧 VBE — — 1.0 V VCE = 1 V, IC = 150 mA*2 

コレクタ・エミッタ飽和電圧 VCE(sat) — — 0.5 V IC = 500 mA, IB = 50 mA*2 

利得帯域幅積 fT — 250 — MHz VCE = 1 V, IC = 150 mA*2 

【注】 1. 2SD1306は hFEの値により下記のように区分し，現品に表示してあります。 

Grade D E 

Mark ND NE 

hFE 250 ～ 500 400 ～ 800 

 2. Pulse test 

 



2SD1306 暫定版 

R07DS0280JJ0300  Rev.3.00  Page 3 of 5 
2011.03.28  

主特性 
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外形寸法図 
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発注情報 

発注型名 梱包数量 梱包形態 

2SD1306NDTL-E 
2SD1306NETL-E 
2SD1306NDTL-H 
2SD1306NETL-H 

3000個  178 mmリール, 8 mmエンボステーピング 

【注】 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。 
ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。 
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